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【背景】  

 次世代トランジスタ実現のため、我々の研究グループ

ではこれまでRIE法を用いた縦型ナノワイヤ形成技術を

実現してきた[1]。今後同手法を縦型 Geナノワイヤトラン

ジスタへと応用するためには、縦方向に接合を形成する

必要がある。今回我々は MBE 法と RIE 法を用いて縦方

向に pn接合を有する Geピラー構造を形成し、その電気

特性を評価したので報告する。 

【実験手法】 

 洗浄した p-Ge(100)基板上に、MBE 法によって 100nm

程度の Sbドープ Ge 層をエピタキシャル成長した。その

際、Sb蒸発源の温度を変調(TSb : 300-400℃)することによ

って Sb濃度を制御した。その後、ICP-RIEにより、直径

：50-500 mの縦型 pnダイオードを作製し、その電気

特性を評価した[Fig. 1]。 

【結果】  

 RHEED およびラマン分光測定[Fig. 2]により全てのサ

ンプルが結晶化していることが確認された。ダイオード

の I-V 測定結果を Fig. 3 に示す。TSb：300℃の試料では

逆方向漏れ電流が高いことが分かる。これは SIMS 測定

により十分な量の Sb がエピタキシャル層中に導入され

なかったためだと確認された。一方、Sb を 325-400℃で

ドープしたサンプルではダイオードの整流特性が確認

された。SIMS測定からもエピタキシャル層の Sb濃度が

1019-1021cm-3 の範囲で制御できたことを確認しており、

縦方向接合実現を示す結果が得られた。その他電気特性

の詳細については当日議論する。 
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